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ABSTRACT: 

CHG DATE= 1999061 7 STATUS=0> The use of a combination of the 
functions of transistor and light-emitting diode in a novel 
component, the light-emitting transistor, in optoelectronic 
circuits makes it possible to reduce the number of components 
considerably, thereby saving space on the printed circuit board 
and, if manufacture is carried out on a large scale, it makes it 
possible to produce a large number of circuits reliably and 
cheaply. 
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@ UchtcmfttierenderTrans^orfuroptoclelrtronischeAnwcndunflen 

Die Veresrtigung der FunJctionen von Transistor und Leucnt- 
(Sola In einem neuen Bauetement dem Ucht emitlierenden 
Transistor, ermdgficht bei dessert Verwendung in optoefefctro- 
ntechen Scftaltfreisen eine betraofrtficfco Beduzjerung der 
AnzaM von Bauetemerrtfin, span somit Piatt auf der Ptafine 
und ermfigficht wenn rn groBen StuckzaWen gefertigt, slcher 
efne praisgfinstfge Realisation viefer Schattungen. (32 25 630) 
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latentaaspruclis Lichtemittierender Transistor ftir opto- 
elektronische Anwendungen, 
daduroh gekennzeichnet, daS sein In Durch- 
laflrichtung "betrietener HST-ttbergang die 
Function einer leuclrtdiode aternimmt, also 
Energie als Strahlnng a"hgibt mid die Hel- 
ligkeit des emittierten Liclites f welclie al>- 
hangig ist vom durcli den Transistor flies- 
senden Strom liter den Basiaansclilufl des 
Transistors gesteuert werden kann* 
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BeschreilDruiig: licht emittierender Transistor filr opto- 
elektronische Anvendungen. 

Die Erfindung tetrifft einen licht emit- 
tierenden Transistor ftir optoelelctronisclie 
Anvendungen nach dera Ooerbegrif f des ottgen 
Anspracbs. 

Eine Leuchtdiode "benStigt "bei maximaler 
Strailnngsintensitat einen Strom von "bis 
zu 20 xoA. Soil nun ein liclxtemittierender 
Sender* fceiapielaweiae in einem Opwkoppler 
fcetrieoen werden* so iat es notwendig* dafl 
der Signalatrom etenfalls 20 mi betragt. 
Heist ist daher eine treifceratufe nUtig* 
um den Signalstrom auf diesen Vert su er- 
hBhen. 

Der Erfindung liegt nun der Gedanke zugrunde* 
die Ansafcl der Baueleinente, welclie 1>en8tigt 
werdea um eine Signal spannung in emittierte 
Sirahlung umzus etz en # (M slier Treifcertransistor 
plus WiderstMade 2ur Arfceitspunkteinstsllang 
plus Leuchtdiode) zu reduzieren. 
Diese Aufgal>e wild fcei einer gattungsgemSflen 
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Einrichtung durch die kennzeichnenden 
Merkmale des obigen Ansprucbs gelSst, 
indem der Treibertransistor durob einen 
Xicbt emittierenden Transistor ersetzt 
vird, was zum Wegfall der leuchtdiode 
fiihrt. 

Es ist nStig, das Halbleitermaterial des 
Transistors und die Dotlerungsst&rke in 
Abhangigkeit von der gewtlnscbten Wellen- 
lange der Strablwg zu wShlen. Als Halb- 
leitermaterialien kommen unter anderen 
in Prage: GaAs, 6aP f GaAsP. 
Peraer ist auf die von den leuctatdioden 
her bekannten Konsteuktionsprinzipien, 
insbesondere tainsictarlich der Recombination 
-und damit der Abgabe von Pbotonen nahe der 
OberflScbe des Halbleiterkristalls* zu 
achten. 

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile 
bestehen insbesondere in der Einsparung der 
Leucbtdiode durcb Einsetzen eines Licbt 
emittierenden Transistors anstelle des Trei- 
bertransistors, einer Abscfcwachung des 
Signals tromes um den Stromverstarkungsfaktor 
£ des Transistors. 

Hinzu kommt ein Platzgewinn attf der Platine* 

Ein ScbaJLtungsbeispiel sowie drei Ausfuhrungs- 
beispiele fur licht emittierende Transistoren 
Bind 1m folgenden zeichnerisch dargestellt: 
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Ausfuhrungs"beispiele 
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